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报告题目：纳米氧化物的缺陷结构及其在催化中的作用
报告内容简介

深化对表界面缺位化学结构本质的认识是推动纳米材料的功能化及其应用的关键,但也存在结构稳定性和表面态等诸多科学问题亟待解决。为此，我们从多个层面系统开展了纳米氧化物界面结构及其催化作用的研究,这里着重介绍我们在理解CeO2纳米材料表界面缺位化学结构本质的方面所取得的主要进展及其学术影响：(i) 在国际上首次成功合成了Ce1-xFexO2，有效控制了Fe掺杂离子在CeO2格位和间隙位的占位比例，提高了晶格应力[1]，活化了表界面晶格氧[2]。在此基础上，Wang等人通过Fe3+和Ce4+之间的电子耦合效应增加了Lewis酸的数量并增强了氧化还原性质[3]；(ii)调控了CeO2–CuOx–RGO复合材料的多界面结构，实现了Cu的价态，Cu+位点的含量与分布，以及Cu-Ce氧化物与RGO之间协同作用的控制，获得了优异的低温催化氧化性能和较宽的运行温度窗口(i.e., CO conversion >99.0%, 140–220 (C)[4]。（ii)提出并实现了新的策略把>6.1%的高浓度氧空位铆钉在CeO2-x/Cu杂化材料的界面处，使得运行温度窗口移至120 to 210 (C, 比传统催化材料CeO2/Cu的运行温度窗口宽5倍,为简化燃料电池的热管理提供了新途径[5]。(iii) 通过多种溶液合成化学调变了高活性和低贵金属负载的Au/CeO2杂化材料，发现CeO2纳米颗粒表面存在Au0, Au+和Au3+等物种，其中Au+是主要的活性物种。在催化反应中，Au3+可能还原为Au+，从而显著增强了催化活性---20 (C以下实现完全CO氧化。[6] 最后，我们也简要介绍我们在表面氧化面还原面分离，电子在界面局域化聚集和表面湿电子态控制方面所取得的进展[7]。
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